Фундаментальные оптические характеристики кристаллов Gd3Al2Ga3O12:Ce
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Актуальной задачей является поиск и разработка новых неорганических сцинтилляционных кристаллов, области применения которых довольно разнообразны [1, 2]. 

В настоящее время одним из таких функциональных материалов является синтезированный и выращенный в 2011 году кристалл Gd3Al2Ga3O12:Се (GGAG:Се) [3]. Наиболее перспективной областью применения для GAGG:Ce является позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ). Кристалл находит применение в других областях в силу своих уникальных свойств [4, 5]. GAGG:Ce является негигроскопичным, химически стабильным материалом с высокой плотностью (6,63 г/см3), обладающим наиболее высоким световыходом среди кислород содержащих сцинтилляторов (40 – 60) × 103 фотон/МэВ, высокой радиационной стойкостью, прозрачностью к собственному излучению [5]. 
Немаловажной фундаментальной характеристикой кристалла являются его оптические свойства и в том числе в зависимости от послеростовых обработок. В работе исследовались кристаллы GAGG:Ce, выращенные методом Чохральского в компании ОАО «Фомос-Материалс». Спектрофотометрическими методами исследованы оптические характеристики: спектральные зависимости коэффициентов пропускания и отражения, показателя поглощения, коэффициентов экстинкции и дисперсионные зависимости показателей преломления. 
Спектральные зависимости пропускания GAGG:Ce являются немонотонными с характерными полосами поглощения с максимумами λ ≈ 440 нм, λ ≈ 340 нм,                     λ ≈ (300 – 310) нм, λ ≈ 270 нм, λ ≈ 230 нм. Установлено, что порядок величины коэффициента экстинкции GAGG:Ce κ = (10-6 – 10-4). 

Дисперсионные зависимости показателей преломления n(λ) получены двумя спектрофотометрическими методами: по измеренным углам Брюстера (φБ) и по коэффициенту отражения при малом угле падения света, близком к нормальному (R0). Значения  показателей преломления n хорошо согласуются между собой.
Образцы GAGG:Ce были подвергнуты изотермическим отжигам. Приведены результаты исследований влияния изотермических отжигов при температурах 12500С и 10000С в атмосферах кислорода и вакуума на вышеупомянутые оптические параметры.
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